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OZET

Sol-jel spin kaplama yontemi kullanilarak ZnO ve :
ZnO ince filmlere hava ortaminda 400 °C’de ZnO:N

saat tavlama islemi yapildi. Hazirlanan ZnO ve ZnO:
gore yapisal, ylizeysel ve optik 6zellikler1 x-15m1 kirm
optik sogurma o l¢timleriyle mcelendi. N orani arttike:
degisimler oldugu ve bant aralig1 degerinin oda sicakl

Anahtar Kelimeler: ZnO ve Zn O:N ince filmler, Dir

AN INVESTIGATION OF OPTICAL |
PREPARED USING SOL GEl
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Optoelektronik aygitlarin performansi lizerine kusu
yayan diyot ve lazer gibi optoelektronik devre aygitl
olarak davranabilir. Boylece devre aygitinin verimini
Bu durumda kusurlar tasiyict mobilitesini azaltan mer
¢alis masini engelleyen merkezler olarak davranabilir.
yapiminda énemli rol oynar. Bu nedenle pek ¢ok inc
jel ve dondiurerek kap lama yontemi kullanilarak ince |

Zn0’1 kullanarak lazer diyot ve 151k yayan diyot yapn
p-tipi katkilamanm yapilmasi; digeride, bant araly
degistirilmeye c¢alisilmus ve optik haberlesme mal

oldugundan kuartz iizerine hazirlanan ince filmlerm o

2. MATERYAL VE METOT

Kuartz taban malzemesi tizerine biiyiitillecek ZnO v
2H>O (¢inko asetat dihidrat), C;HsNO; (amonyum
C,H7NO ( monoetonolamin ) ve stabilizator olarak
(Cozelti hazirlanirken ¢inko asetat’in monoethanol am
molar’di. N' un katkilamadaki etkisini anlayabilm
miktarlar1 sabit tutularak C;H;NO;'n mol oranlar: «
%0, %35, %10, %135, %20, olacak sekilde C;H,NO; ek
2 saat siireyle 80 °C sicaklikta manyetik karistirici il
Zn0 ve ZnO:N mce filmlerini hazrlamak icinde
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Sekil 1. ZnO ve ZnO:N ince filn

Diger ince film oreklerinde pik konumlarmdaki



DPU Fen Bilimleri Enstitiisii Dergisi ~ Sol-Jel Spin K
Ozel Say1

Tac




DPU Fen Bilimleri Enstitiisii Dergisi  Sol-Jel Spin K
Ozel Say1

Tac

Direkt yasak enerji arahgma sahip her bir ince filmi
[17] kullanilarak Sekil 4 a, b, ¢ ve d’de gosterildigi gi
verilmistir. Bu tablo incelendiginde N konsantrasyo:
eV'a 30 meV daraldig1 gortiilme ktedir.

Optik haberlesme malzemelerinin arastmlmasinda o
filmlerin kirilma indisleri de hesaplanmistir. ZnO’nuy
(%5) 1gin 1.78; ZnO:N (% 10) igin 1.69, ZnO:N (%15]
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Sekil 4. ZnO:N ince filmlerinde (a. %0, b. %5, ¢. %11
15131n dalga boyuna gore spektral degisimu.

Tablo 1. ZnO:N ince filmlerinde N ylizdesine gore ba

Numune

700 N({@5)
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